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【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１メモリセルと前記第１メモリセルに隣接した第２メモリセルとを含む複数のメモリ
セルを含むメモリ装置の動作方法において、
　前記第１メモリセルをアクセスする度に、前記第２メモリセルに関連するディスターブ
数をカウントする段階と、
　前記カウントに基づいて、前記第２メモリセルに対するディスターブカウント値をアッ
プデートする段階と、
　前記第２メモリセルのディスターブカウント値、既定のスレッショルド値及び最大ディ
スターブカウント値に基づいてリフレッシュスケジュールを調整する段階であって、前記
調整されたリフレッシュスケジュールは、前記第２メモリセルがフラグ付けされている場
合、前記第１メモリセル及び前記第２メモリセルに対する正規リフレッシュ動作を行う前
に、非正規リフレッシュ動作が前記第２メモリセルに対して行われることを少なくとも示
し、前記第２メモリセルは、前記第２メモリセルに関連する前記ディスターブカウント値
が前記既定のスレッショルド値または前記最大ディスターブカウント値を超過したときに
フラグ付けされる段階と、
　前記調整されたスケジュールによって、前記第２メモリセルをリフレッシュした場合、
前記第２メモリセルのディスターブカウント値及び前記最大ディスターブカウント値をリ
セットする段階と、
　を含むメモリ装置の動作方法。
【請求項２】
　前記第２メモリセルに関連する前記ディスターブ数は、
　前記第１メモリセルに対する累積アクセスタイム（Ａｃｃｅｓｓ　ｔｉｍｅ）を単位時
間で割った値である請求項１に記載のメモリ装置の動作方法。
【請求項３】
　前記アップデートする段階は、
　前記第１メモリセルがアクセスされる度に、以前にアクセスタイムに保存されたディス
ターブカウント値に、前記第１メモリセルの現在アクセスタイムの間にカウントされるデ
ィスターブ数を加える段階を含む請求項１に記載のメモリ装置の動作方法。
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【請求項４】
　前記リフレッシュスケジュールを調整する段階は、
　前記第２メモリセルのディスターブカウント値が、前記スレッショルド値以上であり、
前記最大ディスターブカウント値を超過する場合、前記リフレッシュスケジュール内の前
記第２メモリセルに対する前記非正規リフレッシュ動作順序を繰り上げる段階と、
　前記最大ディスターブカウント値を前記第２メモリセルのディスターブカウント値にア
ップデートする段階と、
　を含む請求項１に記載のメモリ装置の動作方法。
【請求項５】
　前記ディスターブカウント値をリセットする段階は、
　前記メモリ装置が、パワーアップ（Ｐｏｗｅｒ　Ｕｐ）された後、非正規リフレッシュ
フラグを活性化して、前記リフレッシュスケジュールによって前記非正規リフレッシュ動
作を行うように前記メモリ装置を制御する段階と、
　前記メモリ装置が、テストモードである場合、前記非正規リフレッシュフラグを非活性
化して、前記非正規リフレッシュ動作を停止させる段階と、
　を含む請求項１に記載のメモリ装置の動作方法。
【請求項６】
　前記第２メモリセルをリフレッシュする場合、前記非正規リフレッシュフラグは、リセ
ットされる請求項５に記載のメモリ装置の動作方法。
【請求項７】
　前記動作方法は、
　前記メモリ装置が、パワーアップされる場合、前記ディスターブカウント値を初期化す
る段階をさらに含む請求項１に記載のメモリ装置の動作方法。
【請求項８】
　第１メモリセルと前記第１メモリセルに隣接した第２メモリセルとを含む複数のメモリ
セルを含むメモリセルアレイと、
　コントロールロジックであって、
　　前記第１メモリセルにアクセスする時、前記第２メモリセルに対するディスターブカ
ウント値をリードし、
　　前記ディスターブカウント値を、既定のスレッショルド値及び最大ディスターブカウ
ント値と比較し、
　　前記第１メモリセルの現在アクセスタイムの間に、前記第２メモリセルに関連するデ
ィスターブ数をカウントし、
　　前記カウントに基づいて、前記ディスターブカウント値をアップデートする
ように構成されるコントロールロジックと、
　リフレッシュユニットであって、
　　前記第２メモリセルのワードラインアドレスを計算し、
　　前記第２メモリセルがフラグ付けされている場合、調整されたリフレッシュスケジュ
ールは、前記第１メモリセル及び前記第２メモリセルに対する正規リフレッシュ動作を行
う前に、非正規リフレッシュ動作が前記第２メモリセルに対して行われることを少なくと
も示し、前記第２メモリセルは、前記第２メモリセルに関連する前記ディスターブカウン
ト値が前記既定のスレッショルド値または前記最大ディスターブカウント値を超過したと
きにフラグ付けされるように、前記ディスターブカウント値の比較結果によって、前記第
２メモリセルに対する現在リフレッシュスケジュールを調整し、
　　前記調整されたリフレッシュスケジュールによって前記第１メモリセル及び前記第２
メモリセルの前記非正規リフレッシュ動作及び前記正規リフレッシュ動作を行い、
　　パワーアップ信号に基づいて前記ディスターブカウント値の初期化有無を制御する
ように構成されるリフレッシュユニットと、
　を含むメモリ装置。
【請求項９】
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　前記メモリセルアレイは、
　データを保存するように構成される複数のデータメモリセルを含むノーマルセルアレイ
と、
　前記ディスターブカウント値を保存するように構成される複数のディスターブカウント
セルを含むディスターブカウントセルアレイと、を含み、
　前記複数のデータメモリセルは、前記第１メモリセル及び前記第２メモリセルを含み、
　少なくとも１つの前記ディスターブカウントセルは、前記第１メモリセルと同一ワード
ラインに属した請求項８に記載のメモリ装置。
【請求項１０】
　前記コントロールロジックは、
　アドレスコマンドデコーダであって、
　　ホストからクロック信号、アクティブ命令及びアドレスを受信し、
　　前記クロック信号に基づいて、前記アクティブ命令及びアドレスをデコーディングし
て前記アクティブ命令に相応する制御信号を生成し、
　　前記第１メモリセルにアクセスするためのローアドレスとカラムアドレスとを生成す
る
ように構成されるアドレスコマンドデコーダと、
　前記ディスターブカウント値を、前記既定のスレッショルド値及び前記最大ディスター
ブカウント値と比較するように構成されるカウント値比較部と、
　前記第１メモリセルがアクセスされる度に、以前にアクセスタイムに保存されたディス
ターブカウント値に、前記第１メモリセルの前記現在アクセスタイムの間にカウントされ
る前記ディスターブ数を加えて、前記ディスターブカウント値をアップデートするように
構成されるカウント値アップデート部と、
　最大ディスターブカウント値保存部であって、
　　前記メモリ装置の初期化時点から現在動作時点までの前記第２メモリセルに対する前
記ディスターブカウント値のうち、最大ディスターブカウント値を保存し、
　　前記アップデートされたディスターブカウント値が、前記最大ディスターブカウント
値よりも大きければ、前記アップデートされたディスターブカウント値を最大ディスター
ブカウント値にアップデートする
ように構成される最大ディスターブカウント値保存部と、
　を含む請求項８に記載のメモリ装置。
【請求項１１】
　前記リフレッシュユニットは、
　前記コントロールロジックから受信した前記第１メモリセルに対するアドレスに基づい
て、前記第２メモリセルに対するアドレスを計算するように構成される隣接アドレス計算
部と、
　次の非正規リフレッシュアドレス及び非正規リフレッシュフラグ保存部であって、
　　前記第２メモリセルに対する前記ディスターブカウント値が、前記既定のスレッショ
ルド値以上であるか、または、前記最大ディスターブカウント値を超過した場合、前記第
２メモリセルの前記アドレスを次の非正規リフレッシュアドレスとして保存し、
　　前記第２メモリセルに対する前記非正規リフレッシュ動作を実行するかどうかを表わ
す非正規リフレッシュフラグ（Ｒｅｆｒｅｓｈ　Ｆｌａｇ）を保存する
ように構成される次の非正規リフレッシュアドレス及び非正規リフレッシュフラグ保存部
と、
　前記非正規リフレッシュフラグによって、前記第２メモリセルの非正規リフレッシュ動
作を優先的に行うように、前記リフレッシュスケジュールを調整するように構成されるリ
フレッシュコントローラと、
　を含む請求項８に記載のメモリ装置。
【請求項１２】
　前記リフレッシュユニットは、
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　前記パワーアップ信号に基づいて、前記メモリセルアレイ全体をいずれもリフレッシュ
し、前記ディスターブカウント値を初期化するように制御する内部リフレッシュ信号を出
力するように構成される周期的内部リフレッシュコマンド生成部をさらに含み、
　前記コントロールロジックは、
　前記内部リフレッシュ信号によってカウント有効フラグを活性化して、カウント値アッ
プデート部、カウント値比較部、及び最大ディスターブカウント値保存部をリセットする
ように構成されるカウント有効フラグユニットを含む請求項１１に記載のメモリ装置。
【請求項１３】
　前記カウント値アップデート部は、
　前記第２メモリセルに対する前記非正規リフレッシュ動作遂行後、前記第２メモリセル
に対する前記ディスターブカウント値をリセットするように構成される請求項１０に記載
のメモリ装置。
【請求項１４】
　前記リフレッシュコントローラは、
　前記第２メモリセルに対する前記ディスターブカウント値が、前記既定のスレッショル
ド値以上であり、前記最大ディスターブカウント値を超過した場合、前記第２メモリセル
に対する前記非正規リフレッシュ動作を前記リフレッシュスケジュールの間に挿入して優
先処理するように構成される請求項１１に記載のメモリ装置。
【請求項１５】
　前記リフレッシュコントローラは、
　前記第２メモリセルに対する前記ディスターブカウント値が、前記既定のスレッショル
ド値以上であり、前記最大ディスターブカウント値を超過した場合、前記第２メモリセル
に対する非正規リフレッシュ動作が前記現在リフレッシュスケジュールと並行処理される
ように前記リフレッシュスケジュールを調整するように構成される請求項１１に記載のメ
モリ装置。
【請求項１６】
　前記カウント有効フラグユニットは、
　前記メモリ装置が、テストモードである場合、前記第２メモリセルに対する前記非正規
リフレッシュ動作を行わないように、前記カウント有効フラグを非活性化するように構成
される請求項１２に記載のメモリ装置。
【請求項１７】
　前記第２メモリセルに対する前記ディスターブカウント値を前記ディスターブカウント
セルからリード（Ｒｅａｄ）し、
　前記アップデートされたディスターブカウント値を前記ディスターブカウントセルにラ
イト（Ｗｒｉｔｅ）する
ように構成されるカウントライトリードブロックをさらに含む請求項９に記載のメモリ装
置。
【請求項１８】
　少なくとも１つの第１メモリセルと前記少なくとも１つの第１メモリセルのワードライ
ンに隣接した第２メモリセルとを含む複数のメモリセルを含むメモリシステムの動作方法
において、
　前記少なくとも１つの第１メモリセルにアクセス（Ａｃｃｅｓｓ）する度に、前記第２
メモリセルに関連するディスターブ数をカウントする段階であって、前記ディスターブ数
は、前記少なくとも１つの第１メモリセルに対する累積アクセスタイムの間にカウンター
を周期的に増加させることによって取得される段階と、
　前記カウントに基づいて、前記第２メモリセルのディスターブカウント値をアップデー
ト（ｕｐｄａｔｅ）する段階と、
　前記アップデートされたディスターブカウント値、最大ディスターブカウント値及び既
定のスレッショルド値に基づいて、前記第２メモリセルに対するリフレッシュ（Ｒｅｆｒ
ｅｓｈ）動作の順序を調整する段階であって、前記第２メモリセルがフラグ付けされてい
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る場合、前記少なくとも１つの第１メモリセル及び前記第２メモリセルに対する正規リフ
レッシュ動作を行う前に、非正規リフレッシュ動作が前記第２メモリセルに対して行われ
、前記第２メモリセルは、前記第２メモリセルに関連する前記ディスターブカウント値が
前記既定のスレッショルド値または前記最大ディスターブカウント値を超過したときにフ
ラグ付けされる段階と、
　前記順序によって、前記第２メモリセルに対する前記非正規リフレッシュ動作及び前記
正規リフレッシュ動作を含むリフレッシュ動作が行われれば、前記第２メモリセルの前記
ディスターブカウント値をリセット（Ｒｅｓｅｔ）する段階と、
を含むメモリシステムの動作方法。
【請求項１９】
　前記順序を調整する段階は、
　前記第２メモリセルの前記ディスターブカウント値が、前記既定のスレッショルド値と
同一または大きく、前記最大ディスターブカウント値よりも大きな場合、前記第２メモリ
セルの前記非正規リフレッシュ動作を優先処理するようにスケジューリングする段階と、
　前記第２メモリセルの前記ディスターブカウント値を前記最大ディスターブカウント値
にアップデートする段階と、
　前記第２メモリセルに対する前記非正規リフレッシュ動作を行うか否かを表わす非正規
リフレッシュフラグをアップデートする段階と、
　を含む請求項１８に記載のメモリシステムの動作方法。
【請求項２０】
　前記非正規リフレッシュフラグが活性化された場合、前記動作方法は、
　前記第２メモリセルに対する前記非正規リフレッシュ動作を行う段階と、
　前記第２メモリセルの前記最大ディスターブカウント値及び前記第２メモリセルの前記
ディスターブカウント値をリセットした後、前記非正規リフレッシュフラグをリセットす
る段階と、
　をさらに含む請求項１９に記載のメモリシステムの動作方法。
【請求項２１】
　前記動作方法は、
　前記メモリシステムをパワーアップした場合、前記メモリシステムのあらゆるワードラ
インをイネーブルして、あらゆる前記ディスターブカウント値をリセットする段階をさら
に含む請求項１８に記載のメモリシステムの動作方法。
【請求項２２】
　少なくとも１つの対象メモリセルと残りのメモリセルとを含む複数のメモリセルを含む
メモリ装置の動作方法において、
　前記少なくとも１つの対象メモリセルにアクセスする間に、前記残りのメモリセルのそ
れぞれに関連するディスターブ数をディスターブカウント値としてカウントする段階と、
　前記ディスターブカウント値に基づいて、前記残りのメモリセルのそれぞれに対する非
正規リフレッシュ動作及び正規リフレッシュ動作を含むリフレッシュ動作の順序を変更す
る段階であって、前記リフレッシュ動作の前記順序は、フラグ付けされた前記残りのメモ
リセルのそれぞれの１つに対して、前記少なくとも１つの対象メモリセル及び前記残りの
メモリセルに対する前記正規リフレッシュ動作を行う前に、前記非正規リフレッシュ動作
が行われることを少なくとも示し、前記残りのメモリセルは、前記残りのメモリセルに関
連する前記ディスターブカウント値が既定のスレッショルド値または前記最大ディスター
ブカウント値を超過したときにフラグ付けされる段階と、
　前記リフレッシュ動作が行われた前記残りのメモリセルの前記ディスターブカウント値
をリセットする段階と、
　を含むメモリ装置の動作方法。
【請求項２３】
　前記残りのメモリセルのそれぞれに対して、前記ディスターブ数をカウントする段階は
、
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　前記対象メモリセルへのアクセスタイムをカウントした値を前記残りのメモリセルのそ
れぞれの１つへの以前のリフレッシュ動作以後に累積する段階を含む請求項２２に記載の
メモリ装置の動作方法。
【請求項２４】
　前記リフレッシュ動作の前記順序を変更する段階は、
　前記ディスターブカウント値のうちの１つが前記既定のスレッショルド値と等しく、前
記最大ディスターブカウント値よりも大きな場合、
　前記ディスターブカウント値によって前記残りのメモリセルのうちの１つに対する前記
非正規リフレッシュ動作を優先処理するようにスケジューリングする段階と、
　前記ディスターブカウント値を前記最大ディスターブカウント値にアップデートする段
階と、
　前記残りのメモリセルのうちの１つに対する非正規リフレッシュフラグをアップデート
する段階と、
　を含む請求項２２に記載のメモリ装置の動作方法。
【請求項２５】
　前記ディスターブカウント値をリセットする段階は、
　前記スケジューリングによって、前記非正規リフレッシュフラグが活性化されれば、前
記残りのメモリセルのそれぞれに対する前記リフレッシュ動作を行う段階と、
　前記最大ディスターブカウント値及び前記残りのメモリセルのそれぞれのディスターブ
カウント値をリセットした後、前記残りのメモリセルのそれぞれに対する前記非正規リフ
レッシュフラグを非活性化する段階と、
　を含む請求項２４に記載のメモリ装置の動作方法。
【請求項２６】
　第１メモリセルと１つ以上の第２メモリセルとを含む複数のメモリセルを含むメモリ装
置の動作方法において、
　前記１つ以上の第２メモリセルのワードラインに隣接した前記第１メモリセルに関連す
るディスターブ（ｄｉｓｔｕｒｂ）数を算出する段階であって、前記ディスターブ数は、
前記１つ以上の第２メモリセルのアクセスによる前記第１メモリセルのディスターブ値を
表す段階と、
　前記１つ以上の第２メモリセルがアクセスされる度に、前記第１メモリセルに関連する
前記ディスターブ数をディスターブカウント値に加えることによって、前記第１メモリセ
ルの前記ディスターブカウント値をアップデートする段階と、
　前記ディスターブカウント値が、既定のスレッショルド値または最大ディスターブカウ
ント値を超過した場合、非正規リフレッシュ動作を介して前記第１メモリセルをリフレッ
シュが必要であるとしてフラグ付けする段階と、
　前記非正規リフレッシュ動作及び前記複数のメモリセルに対する非正規リフレッシュ動
作を行うように、リフレッシュスケジュールを調整する段階であって、前記第１メモリセ
ルがフラグ付けされている場合、前記リフレッシュスケジュールが、前記第１メモリセル
及び前記１つ以上の第２メモリセルに対する前記正規リフレッシュ動作を行う前に、前記
非正規リフレッシュ動作が前記第１メモリセルに対して行われることを示すように調整す
る段階と、
　を含むメモリ装置の動作方法。
【請求項２７】
　前記第１メモリセルに関連する前記ディスターブ数は、前記１つ以上の第２メモリセル
の累積アクセス時間を単位時間で割った値である請求項２６に記載のメモリ装置の動作方
法。
【請求項２８】
　前記フラグ付けする段階は、
　前記ディスターブカウント値が、前記最大ディスターブカウント値を超過した場合、前
記第１メモリセルをリフレッシュが必要なセルとしてフラグ付けする段階と、
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　前記最大ディスターブカウント値を前記第１メモリセルの前記ディスターブカウント値
にアップデートする段階と、
　をさらに含む請求項２６に記載のメモリ装置の動作方法。
【請求項２９】
　　前記第１メモリセルがフラグ付けされた場合、前記第１メモリセルに対する前記非正
規リフレッシュ動作を行う段階と、
　前記第１メモリセルに対する前記非正規リフレッシュ動作を行った後、前記第１メモリ
セルの前記ディスターブカウント値をリセットする段階と、
　前記最大ディスターブカウント値が、前記第１メモリセルの前記ディスターブカウント
値にアップデートされた場合、前記第１メモリセルに対する非正規リフレッシュ動作を行
った後、前記最大ディスターブカウント値をリセットする段階と、
　を含む請求項２８に記載のメモリ装置の動作方法。
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